
ОПИС 
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Ступінь вищої освіти  –  Доктор філософії 
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1. Загальна характеристика дисципліни 
 
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС. 

Статус дисципліни – нормативна. 

Факультет (інститут) – навчально-науковий інститут фізики, математики, 
економіки та інноваційних технологій. 

Кафедра – фізики. 

Курс – 2;   семестр – ІІІ;   вид підсумкового контролю – екзамен. 

Викладач: доктор фізико-математичних наук, професор Пелещак Р.М. 
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Денна 2 ІІІ 4 46 16 – 30 – 74 – – + 

 

 

2. Зміст лекційного матеріалу 
 

1. Структура та властивості наносистем. 

2. Основи нанотехнології напівпровідників. 

3. Основи оптоелектроніки. 

4. Основи наноелектроніки. 

5. Інтегральна оптика. 

6. Прилади на нанотрубках. Магнітна наноелектроніка. 

 
 



3. Тематика практичних занять 
№  Теми практичних занять 

1. Твердотільні гетероструктури. Розмірне квантування і квантоворозмірні 

структури.  

2. Фізичні властивості наноструктур. 
 

3. Сучасні технології вирощування наноструктур. 
 

4. Матеріали наноелектроніки. 
 

5. Елементи і прилади наноелектроніки. 
 

6. Прикладне застосування наноструктур на сучасному етапі їхнього розвитку. 
 

 

4. Самостійна робота аспіранта 
 

Самостійна робота аспіранта з дисципліни включає: опрацювання 

теоретичного матеріалу; виконання індивідуального завдання; підготовку до 

контрольних робіт; підготовку до екзамену. 
 

 

5. Система поточного та підсумкового контролю  

результатів навчання. Критерії оцінювання 
 

Засвоєння аспірантами матеріалу з дисципліни перевіряється контрольними 
роботами, виконанням індивідуального навчально-дослідного завдання та 
екзаменом.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

самостійної роботи аспіранта і повинно бути завершеною теоретичною або 

практичною роботою з предмету. Звіт про виконання індивідуального завдання 

повинен містити титульну сторінку (згідно зразка) та змістове наповнення до  

10 аркушів. Індивідуальне завдання подається викладачу не пізніше, ніж за два 

тижні до заліку. 

Екзамен за талонами № 2 і К проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. Завдання охоплюють весь програмний матеріал даної 

навчальної дисципліни. 
 

Розподіл 100 балів між видами робіт:  

Поточний контроль та самостійна робота 

Сума 

 

Sпот 

Екзамен 

 

Sпідс 

Контрольні роботи (КР) 
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КР 1 КР 2 КР 3 ІЗ 

20 30 30 20 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою: 

Sсум  =  0,6Sпот + 0,4Sпідс . 



Теми індивідуальних завдань: 
 

1. Електрон-фононна взаємодія у квантових точках. 

2. Комбінаційне розсіювання світла за участю акустичних фононів у квантових 

точках. 

3. Механізми внутрізонної релаксації енергії носіїв заряду в квантових точках. 

4. Ефекти деполяризації в квантових ямах. 

5. Анізотропія діелектричної проникності та подвійне променезаломлення у 

системах з квантовими ямами. 

6. Вплив зовнішнього електричного поля на спектр міжзонного поглинання 

квантових ям і квантових ниток. 

7. Вплив зовнішнього електричного поля на спектр внутрізонного поглинання 

квантових ям і квантових ниток. 

8. Фотойонізація квантових ям. 

9. Вплив матеріалу, з якого виготовлені квантові точки, на енергетичний спектр 

їх електронної підсистеми. 

10. Роль деформаційних ефектів у формуванні енергетичного спектру електронної 

підсистеми квантових точок. 

11. Модель акустичних фононів у системі квантова точка – матриця. 

12. Оптична спектроскопія резонансного безвипромінювального перенесення 

енергії фотозбуджень у квантових точках. 

13. Наномагнітні матеріали і магнітоелектроніка. 

14. Оптрони. 

15. Оптична обробка інформації. 
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